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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子の製造方法であって、少なくとも、
　第一表面及び第二表面を有し、該第一表面は該第二表面と相対する基板を提供するステ
ップと、
　複数の発光スタック層を前記基板の第二表面に形成するステップと、
　前記複数の発光スタック層を覆う支持層を形成するステップと、
　前記基板の前記第一表面からエネルギーを前記基板内に与え、前記基板内に複数の不連
続な第一変質領域を形成するステップと、
　酸化層を前記基板の前記第一表面に形成するステップと、
　前記複数の不連続な第一変質領域に沿って前記基板を切断するステップと、
　を含む、発光素子の製造方法。
【請求項２】
　さらに、前記支持層を除去するステップを含む、
　請求項１に記載の発光素子の製造方法。
【請求項３】
　さらに、第一延伸部を前記第一変質領域に形成するステップを含み、
　前記第一延伸部は、前記第一変質領域と前記基板の前記第二表面との間に形成される、
　請求項１に記載の発光素子の製造方法。
【請求項４】
　さらに、前記基板の前記第一表面からエネルギーを前記基板内に与え、前記基板内に複
数の不連続な第二変質領域を形成するステップを含み、
　前記第二変質領域及び前記第一変質領域は、前記基板の前記第一表面に垂直である方向
に互いに重なり合い又は重なり合わない、
　請求項１に記載の発光素子の製造方法。
【請求項５】
　発光素子であって、少なくとも、
　第一表面及び第二表面を有し、該第一表面は該第二表面と相対する基板と、
　前記基板の前記第二表面に位置する発光スタック層と、
　前記基板の前記第一表面に位置し、前記基板の前記第一表面を完全に覆う酸化層と、
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　前記基板の内部に形成される複数の不連続な第一変質領域と、
　を含む、発光素子。
【請求項６】
　前記発光スタック層は、少なくとも、
　　前記基板の前記第二表面に位置する第一導電型半導体層と、
　　前記第一導電型半導体層に位置する活性層と、
　　前記活性層に位置する第二導電型半導体層と、
　を含む、請求項５に記載の発光素子。
【請求項７】
　さらに、前記酸化層に形成される金属層を含む、
　請求項５に記載の発光素子。
【請求項８】
　さらに、前記第一変質領域に形成される第一延伸部を含み、
　前記第一延伸部は、前記第一変質領域と前記基板の前記第二表面との間に形成され、前
記第一延伸部の高さは、０．１－２００μｍである、
　請求項５に記載の発光素子。
【請求項９】
　さらに、前記第一変質領域に形成される第二延伸部を含み、
　前記第二延伸部は、前記第一変質領域と前記基板の前記第一表面との間に形成され、前
記第二延伸部の高さは、前記第一延伸部の高さよりも小さい、
　請求項８に記載の発光素子。
【請求項１０】
　さらに、前記基板内に形成される第二変質領域を含み、
　前記第二変質領域及び前記第一変質領域は、前記基板の前記第一表面に垂直である方向
に互いに重なり合い又は重なり合わない、
　請求項５に記載の発光素子。


	header
	written-amendment

